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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 本論文は、チップ内光配線用受発光素子の実現に必要となるプロセス開発におい

て、低温形成が可能な非対称金属／Ge／金属ダイオードの試作プロセスを確立する

と共に、高品質パッシべーション膜、高濃度不純物の導入、GOI基盤の導入により、

素子の受発光性能を格段に向上させたものであり、光デバイス工学に寄与するとこ

ろが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値するものと認められる。 

 

 

 

 


